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非晶質前駆体成膜法 スパッタ法 （比較）PLD法

プロセス圧力Pw / Pa 0.50 0.05

抵抗率ρ / Ω cm 5.8×10-4 5.7×10-4

薄膜断面観察結果

（透過電子顕微鏡像）
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酸化チタン系
インジウムフリー透明導電膜の開発

内容・特徴

インジウムフリーであり、かつ よりも高い屈折率・耐薬品性を有
する ドープ酸化チタン（ ）透明導電膜の低抵抗化・高透明化を、
透明導電膜の工業的製法として一般的なスパッタ法で実現した。

❶ インジウムフリー

❷ よりも高い屈折率や耐薬品性

❸ 低抵抗な 薄膜をスパッタ法で成膜可

従来技術に比べての優位性

予想される効果・応用分野

❶ 代替による低コスト化

❷ 高屈折率を活かした機能性コーティング
（曇り止め、反射防止膜など）

❸ 耐薬品性を要する条件下での透明電極
（有機薄膜太陽電池など）
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表１ 本研究で作製したNbドープTiO2透明導電膜の特性

これまで × 実験室的製法のパルスレーザー堆積（PLD）法でなければ低抵抗なTNO薄膜は得られなかった。
× 製品試作可能な面積での成膜も不可能だった。

本研究 ○ 工業的製法のスパッタ法で、PLD法と同等の低抵抗率・高透過率を達成した。
○ 製品試作可能な面積での成膜や、異なる薄膜との多層化などが可能となった。
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図１ 本研究で作製した酸化チタン系
透明導電膜の透過・吸収スペクトル
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